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МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

АБДУВАХОБОВ ОРИФЖОН ВОХИДЖОН УГЛИ 

Ферганский филиал ТУИТ имени Муҳаммад ал-Хоразмий город Фергана 

 

Компьютерда моделлаштириш методи асосида паст температураларда 

квант ўтишлар механизмлари ўрганилган. 

  

 Методом компьютерного моделирования изучены механизмы 

низкотемпературных квантовых переходов. 

  

 Electric power and photoluminescence is counted for low – temperature quant 

with model method in the computer. 

  

Введение. В настоящее время аморфный кремний выступает в качестве 

более дешевой альтернативы монокристаллическому. Первые солнечные 

элементы  на его основе были созданы в 1975 году. Оптическое поглощение 

аморфного кремния в 20 раз выше, чем кристаллического. Поэтому для 

существенного поглощения видимого света достаточно пленки а-Si:Н 

толщиной 0,5–1,0 мкм вместо дорогостоящих кремниевых 300-мкм подложек 

[1-5].  

Результаты и обсуждение. Изучение аморфных полупроводников 

подвергая их ионной бомбардировке является одним из основных методов 

исследования этих материалов:  

а) форма угловой зависимости рассеянных ионов дает информацию о 

потенциальной энергии взаимодействия между атомами и каналированными 

или отраженными ионами; 
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б) профили распределения по глубине каналированных ионов дает 

информацию о структуре аморфного материала [1-4]. 

Моделирование движения частиц в аморфном материале в применяемых 

алгоритмах основывается на двух допущениях. Рассматриваются лишь парные 

столкновения иона с атомами мишени, а путь, проходимый ионом между 

столкновениями, представляется в виде отрезков прямых линий [1-5]. 

 Рассмотрим потенциалы взаимодействия двух частиц с массами М1 и М2 и 

атомными номерами Z1 и Z2 . Ограничимся рассмотрением лишь сферически 

симметричных потенциалов отталкивания. В случае резерфордовского 

рассеяния кулоновский потенциал имеет вид: 

                                               (6) 

где  r - расстояние между атомами ; e - заряд электрона; k – коэффициент 

пропорцианальности; 

Бор предложил для упругих столкновений учитывать экранирование 

следующим образом :                               (7) 

где    – радиус экранирования, представленный Бором в виде 

                                             (8) 

где   – радиус первой боровской орбиты; m – масса электрона; h – постоянная 

Планка;                            = 0,529         (9) 

Отметим, что часто используется обратноквадратичная аппроксимация  

боровского потенциала по Линдхарду : 

                                             (10) 

Здесь  , радиус экранирования  определяется 

формулой                         

                                 (11) 
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При численных расчетах рассматривалось рассеяние альфа частиц на 

атомах гидрогенизированного аморфного кремния a-Si:H. 

                  

0

10

20

30

40

50

60

70

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77

Ряд1

Ряд2

Ряд3

  

            Рис 1. Приведены потенциальные энергии системы взаимодействующих  

                       частиц как функция растояния: 1 – Резерфордское рассеяние,  

 2 - Боровское рассеяние, 3- рассеяние по Линдхарду. 

    Данная работа посвящено анализу изменения потенциальной энергии 

сталкивающихся частиц как функции расстояния. На рис 1. приведены 

потенциальные энергии системы взаимодействующих частиц как функция 

растояния: 1 – Резерфордское рассеяние рассчитанное по выражению (6), 2 - 

Боровское рассеяние рассчитанное по выражению (7), 3- рассеяние по 

Линдхарду с использованием формулы (10). Рассматривался модель рассеяния 

α частиц на атомах а-Si:Н . При численных расчетах использовались параметры 

α частиц и Si (рисунок 1).  
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